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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC336)提出并归口。
本文件起草单位:北京大学、中机生产力促进中心有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京燕东

微电子科技有限公司、无锡韦感半导体有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、南京飞恩微电子有限

公司、广州奥松电子股份有限公司、上海临港新片区跨境数据科技有限公司。
本文件主要起草人:张大成、杨芳、李根梓、顾枫、刘鹏、高程武、于志恒、王旭峰、李凤阳、华璇卿、

陈艺、刘若冰、张彦秀、万蔡辛、武斌、曹万、张宾、张启心。
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微机电系统(MEMS)技术
硅基 MEMS微结构弯曲强度试验方法

1 范围

本文件描述了硅基 MEMS加工所涉及的微结构弯曲强度原位试验的要求和试验方法。
本文件适用于采用微电子工艺制造的微结构弯曲强度测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T26111 微机电系统(MEMS)技术 术语

GB/T34558 金属基复合材料术语

3 术语和定义

GB/T26111和GB/T34558界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
等强度梁 beamofconstantstrength
各横截面上的最大正应力都相等的梁。

3.2
硅加工工艺 siliconprocess
硅微加工技术。
注:虽然硅工艺一般分为表面微加工和体硅微加工,但其中的许多技术是相同的。

[来源:GB/T26111—2010,3.5.2]

3.3
弯曲强度 bendingstrength
试样在弯曲断裂前所承受的最大正应力。
[来源:GB/T34558—2017,3.6.1.5]

3.4
原位片上弯曲强度试验机 insituon-chipbendingstrengthtester
由测试结构和测试装置组成,并将二者集成在同一晶圆上采用同一硅加工工艺流程加工形成的用

于评估工艺相关微结构弯曲强度的试验机。

3.4.1
测试结构 testingstructure
为了测量材料性能或微结构的性能专门制作的微结构。
注:例如,悬臂梁或者固定梁。
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